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よび表面 X 線散乱法により調べた。また、半導体めっきの例として、Au(111)上への Ge のめっ
き反応について調べた。 
２．実験 
電気化学セルの作用極には Au(111)(φ10mm)を、参照極、対極には Pt 線を使用した。電解質
には 1-butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethanesulfonyl) amide ([BMIM]TFSA)およ
び 1-butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl) amide ([BMP]TFSA)を 100 ℃
で 48 時間脱水して使用した。電気化学測定はグローブボックス中(Ar 雰囲気)、室温で行った。
Ge めっきは 5mM GeCl4を含む[BMIM]TFSA および[BMP]TFSA 中で行った。表面構造解析は




を示す。開回路電位(Open circuit potential ; OCP)より電位を負に掃引すると-1 V から(0,1,0.1)
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図1:[BMP]TFSA中におけるAuの 
(0,1,0.1)反射強度の電位依存性 
